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摘 要

本研究利用雙靶離軸射頻磁控濺鍍異質磊晶成長氧化物薄膜體場效電晶體於LaAlO3(100)基座上。此元件中首先鍍上一層

摻鍶鈦酸鑭薄膜 (SrxLa1-xTiO3, SLTO, x = 0.32~0.05)作為p型半導體通道，接著覆以絕緣之鈦酸鍶作為閘極絕緣層。藉由

電阻率對溫度關係、I-V特性曲線等量測觀察元件電性。由I-V量測可發現當閘極施以負偏壓時，通道呈現積聚效應。經

由Vds/Id對Vg關係，發現閘極電壓導致通道層產生莫特轉變。當Vds = 0.4 V、Vg = -300 mV時可調變Id約4倍，在室溫下

，當VDS = 1 V元件典型跨導為5.5(μS)。

關鍵詞 : ?鍶鈦酸鑭 ; 場效電晶體
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